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【はじめに】GaAs 基板上長波長帯 InAs 量子ドット（QD）レーザを実現するための有望な成長手

法の一つが GaInAs メタモルフィック層を用いる成長手法である。すでにこれまで 1.5µm 帯レー

ザ [1,2] の報告がなされている一方、同メタモルフィック層上 InAs QDs の S-K 成長また諸物性に

ついての基礎理解は GaAs 上 InAs QDs と比較して不十分なままである。本研究では、同メタモル

フィック層の In 組成を系統的に増やすことで、InAs QDs の室温フォトルミネッセンス（PL）を

1.3 [3] から 1.5µm に渡る光通信波長帯において連続的に観測できたことを報告する。 

【実験】GaAs (100) 基板上に MBE 成長した試料構造は、GaAs バッファ層、GaInAs 組成傾斜バ

ッファ層、下部 AlGaAs 障壁層、GaInAs 層の中間位置に配置された InAs QDs 発光層、上部 AlGaAs

障壁層、GaInAs 層に続く InAs QDs 表面層からなる（図 1 左図）。 

【結果と考察】InAs QDs の面内密度は、In 組成が 0.2、0.3、0.35 の GaInAs メタモルフィック層

上でそれぞれ 8×1010、7×1010、6×1010cm-2 であり、いずれの場合も比較的に高密度に形成した

（図 1 右図）。同様の In 組成において、InAs QDs の室温 PL 波長はそれぞれ 1.32、1.44、1.50µm

と長波長化した（図 2）。InAs QDs と同メタモルフィック層の両 PL 波長は単調な相関関係にあり

（図 3）、InAs QDs の波長制御の観点で同メタモルフィック層の In 組成が効果的な制御要素にな

ることが分かった。なお、GaInAs 組成傾斜バッファ層の厚みは 400nm（In 組成 0.2 では 200nm）

であり、従来報告（1-2µm 厚 [1,4]）よりも薄い構造においてでさえ室温 PL を観測できている。 
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